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KR1218/1219/3920/3930
反射型フォトセンサ Photo Reflector

概要 Description

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

電気的光学的特性  Electro-Optical Characteristics  [Ta=25℃ **]
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※写真は、リード・フォーミングタイプのもの
※ Photo is a forming type of leads
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※ 指示無き寸法公差は下記の通りとする 
　 General tolerance unless otherwise noted
　　less than 5.0 ±0.2
　　5.0 to less than 15.0 ±0.3
　　15.0 or over ±0.5
※（　）内寸法は参考値とする
　（　）value means for reference only

半田領域
Solder Area

1mm 以上 / min. 1mm

L=1mm以上(基板上） /
L=min. 1mm from PC Board surface L

半田付け取扱注意

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

※ 1．パッケージ下面より 1mm 以上の位置で 2 秒以内 
( 上図参照）。手半田付けのみ可 ( フロー半田付け不可 )

※ 2．90％反射紙 d=1mm
※ 3．反射物無し、暗黒中
※ 4．( ) 内波長は λD

※ 1．Soldering condition less than 2s. at 1mm over from body. 
Flow Soldering unsupported.

※ 2．90% Reflective paper d=1mm
※ 3．No Object, in Dark
※ 4．（ ） means λD.

KR1218/1219/3920/3930 は ､ 赤色から赤外まで様々な発光ダイオ
ードと高感度フォトトランジスタを組み合わせた反射型フォト
センサです ｡ 

Model KR1218/1219/3920/3930 have an LED which emits the light from 
Red to Infrared, and a Photo transistor in a transfer mold package with 
clear resin. 

・
・

カスタム対応によりリード・フォーミングタイプも選択可能。
Custom model is available in leads forming.



24.03-1B

・A Customized design available on request. 	 　　　　　　  ・Specifications are subject to change without notice.

・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください　 ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

お問合せ先 ： 新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd. www.shinkoh-elecs.jp

KR1218/1219/3920/3930
定格・特性曲線	 ※注意　最大定格を超えないようにご使用ください	
Characteristics 		  Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.
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Relative Light Current vs. Detecting Position(typ.)
検出位置特性（代表例）

Relative Light Current vs. Detecting Position(typ.)
検出距離特性（代表例）

Dark Current vs. Ambient Temperature(typ.)
暗電流－周囲温度特性（代表例）

Response Time vs. Load Resistance(typ.)
応答時間－負荷抵抗特性（代表例）

Relative Light Current vs. Ambient Temperature(typ.)
光電流－周囲温度特性（代表例）

Light Current vs. Forward Current(typ.)
光電流－順電流特性（代表例） 

Forward Current vs. Forward Voltage(typ.)
順電流－順電圧特性（代表例）

Collector Power Dissipation vs. Ambient Temperature
コレクタ損失低減曲線

Forward Current vs. Ambient Temperature
順電流低減曲線


